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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPLEMENT A LA PUBLICATION 147-1(1963)
VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES
DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
ET PRINCIPES GENERAUX DES METHODES DE MESURE

Premiére partie : Valeurs limites et caractéristiques essentielles

PREAMBULE

Imesure possible un accord international sur les sujets examinés.

Ces décisions constituent des recommandations internationales et sop

taines modificationsd
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Union des Républiques Socialistes Soviétiques
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SUPPLEMENT TO PUBLICATION 147-1(1963)
ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS
OF SEMICONDUCTOR DEVICES

AND GENERAL PRINCIPLES

OF MEASURING METHODS

Part 1: Essential ratings and characteristics
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I avait été décidé A I'origine d’entreprendre les travaux dans Pordre suivant :

— diodes pour petits signaux de faible puissance

—— transistors pour petits signaux de faible puissance

— diodes de tension de référence et diodes régulatrices (diodes Zener)
— transistors de puissance

— diodes de redressement de puissance

— transistors de commutation

— etc.

Etant donné le besoin urgent de ces recommandations, il a été décidé de publier les valeurs limites

) . . e . .
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Le présent supplément concerne les diodes de tension de référence et les
i que les transistors de puissance.

La présente recommandation sera tenue a jour par des révisions et
L mesure de 'avancement des travaux du Comité d’Etudes No 4

By

s le domaine des dispositifs & semiconducteurs.

S

de tension

ents au fur
res réalisés
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When the work was commenced, it was decided to proceed in the following order :

low-power small signal diodes

low-power small signal transistors

voltage reference and voltage regulator diodes (Zener diodes)
power transistors

power rectifier diodes

switching transistors

etc.

In view of the urgent need for these recommendations, it has been decided to publish Essential Ratings
and Characteristics for each type of device as soon as they are approved.

Th s:supplement deals with voltage reference and voltage regulator diodes an

devices

Thjs recommendation will be kept up to date by revising and extending
Technidal Committee No. 47 continues and takes into account advanges i

&

powe transisilors.

vork of
nductor
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CHAPITRE 1: DIODES A SEMICONDUCTEURS

SECTION DEUX — DIODES DE TENSION DE REFERENCE ET DIODES
REGULATRICES DE TENSION )

1. Généralités

Les diodes de tension de référence et les diodes régulatrices de tension devront étre spécifiées soit
comme des dispositifs A refroidissement par air, soit comme des dispositifs a refrotdissement jpar conduc-
tion, soit pour les deux conditions 2 la fois si ¢’est approprié.

Les définitions de « dispositif  refroidissement par air » et « dispo, par conduc-
tign » sont données dans l'introduction.
2.| Valeurs limites
2.1 Généralités
Les valeurs limites dont aux tempé-
ratures suivantes:
ar air

e préférence

v conduction

Honnée dans

Les“valeurs limites de la puissance dissipable devront €tre exprimées par:

23T —UTie courbe It TEAUction de 13 PUiSSATICE AVET 12 temperature dams des comditions spécifiées,
' ou bien la résistance thermique maximale jonction-boitier ou jonction-ambiance et la tem-
pérature maximale de la jonction en fonctionnement.

2.3.2 La puissance totale dissipable maximale dans des conditions spécifiées.

Toutes les exigences spéciales en relation avec les conditions de ventilation et/ou de montage
seront indiquées.

1) Lutilisation du terme « Diode Zener » pour ces dispositifs est déconseillée.
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CHAPTER I: SEMICONDUCTOR DIODES

SECTION TWO — VOLTAGE REFERENCE AND VOLTAGE REGULATOR
DIODES %)

General

Voltage reference and voltage regulator diodes should be specified either as air-cooled or conduction-

cooled dgvices, or, where appropriate, for both conditions.

The| definitions of * air-cooled device ” and * conduction-cooled deviceN\are ‘sentaine
Introduction.
2. Ratings

2.1 |General

The ratings listed in Sub-cl

2.1.
At 25°C ambient
in the Introductio
2.1.2  Conduction-coglea

At a c
at the maXiy

The powef dissipation ratings should be expressed in terms of :

in the

given

n and

2.3.T Thermal deraling curve under specilied conditions, of maximum thermal resistance junction

to case, or junction to ambient, and maximum operating junction temperature.

2.3.2 The maximum power dissipation under specified conditions.

Any special requirements for ventilation and/or mounting should be stated.

1) The use of the term “ Zener diode > for these devices is deprecated.
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2.4 Valeurs limites de température

2.4.1 Température maximale de I'ambiance ou de I’embase ou du boitier dans des conditions
spécifiées.

2.4.2 Températures minimale et maximale de stockage.

3. Caractéristiques

3.1 Généralités *)

Les caractéristiques devront étre indiquées & une température ambiante (pour les dispositifs &
refroidissement par air) ou a une température de Pembase ou du boitier (pour les dispositifs
4 refroidissement par conduction) de 25°C, et a une auire temperatut
préférence dans la liste des températures donnée dans I'introductio

specifice] choisie de

3.2 Tension de fonctionnement
Valeurs nominale, maximale et minimale pour un lle 1; 2; 5.
3.3 Résistance différentielle

3.3.1

graphe 3.2.
b spécifiée.

hnement,

nu maximal

wif (si clest approprié)

4.| Dimensions

Dessins d’encombrement donnant les dimensions avec les tolérances appropriées, ou référence a un
dessin d’encombrement normalisé.

5. Informations sur les bornes de sortie

La méthode d’identification de la polarité de la diode doit &tre donnée.

1y Toutes les mesures doivent étre faites aprés établissement des conditions d’équilibre.
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2.4 Temperature ratings

2.4.1 Maximum ambient or stud or case temperature under specified conditions.

2.4.2 Minimum and maximum storage temperatures.

3. Characteristics
3.1 General %)

Characteristics should be given at an ambient temperature (for air-cooled devices) or stud
or case temperature (for conduction-cooled devices) of 25°C and at one other specified temper-
ature, preferably chosen from the list given in the Introduction.

3.2| Working voltage
Nominal, maximum and minimum values at a specified cugy
3.3 Differential resistance
3.311 Maximum value at the current specified for the purpaese
3.3l2 Maximum value at a recommended minimum ¢
3.4 Temperature coefficient of working ¥

Minimum and maximum val 1rposes
of Sub-clause 3.2. If this coefficie \riation
should be stated.

3.8 Junction capacitance
Maximum
3.4 Reverse t
Maxim
forward
4. Dimension:
. Tn S
Outline drawing showing dimensions with appropriate tolerances or reference to a standard outline
drawing.
5. Information on terminals

The method of indicating the diode polarity should be stated.

1) All measurements to be taken after equilibrium conditions have been established.
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CHAPITRE TII: TRANSISTORS

SECTION DEUX -— TRANSISTORS DE PUISSANCE

1. Généralités

Les transistors de puissance devront étre spécifiés soit comme des dispositifs a refroidissement par
air, soit comme des dispositifs a refroidissement par conduction, soit pour les deux conditions a la fois

si c’est approprié.

ST o

cafenrds
A TVITUINT

sement par

© P N 1 e s PRt . . ,
TS UTIIITIIOIS UV UL PUSTUT a4 TUVITUTULISSUITIVIIT P ar—all A\ 27

conduction » sont données dans I'introduction.

2.| Valeurs limites

2.1 Généralités

Les valeurs limites dont la liste figure au pa
ratures suivantes:

2.1.1 Transistors de puissance a refroidisse

Tension coflectenr-émetteur maximale pour un courant collecteur maximal day

tions spécifiées (par exemple : puissance et temps).

aux tempé-

e préférence

0°C pour le
donnée dans

s des condi-

22,5 Courant collecteur maximal

2.2.6 Courant émetteur maximal.

2.2.7 Courant de base maximal.

1) Ces valeurs limites de tension et de courant sont & considérer comme des valeurs continues ou des valeurs de pointe.

Les fabricants peuvent indiquer d’autres valeurs limites de courant ou de tension pour des applications do

nnées.

2) En plus, il sera nécessaire d’indiquer les valeurs maximales de tension collecteur-émetteur en fonction des conditions

du circuit base-émetteur. Il est souhaitable de donner la tension maximale collecteur-émetteur lorsque la ba:
ouvert.

se est en circuit
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CHAPTER 1I: TRANSISTORS

SECTION TWO — POWER TRANSISTORS

1. General

Power transistors should be specified either as air-cooled or conduction-cooled devices or, where
appropriate, for both conditions.

The definitions of * air-cooled device” and * conduction-cooled device ” are contained in the
Introduftion.

2. Ratings

2.1| General

The ratings listed in Sub-clause 2.2 should be stated 2

2111 Air-cooled power transistors

At 25°C ambient and at one oth
in the Introduction.

t given

° ger m or 100°C for silicon, and at onge other

thetst ¥

2.1.5¢ Maximum collector current.

2.2.6 Maximum emitter current.

2.2.7 Maximum base current.

1) These voltage and current ratings are to be regarded as continuous (direct) or peak values. Manufacturers may quote
other voltage or current ratings for specified applications.

2) In addition, it will be necessary to relate the values of maximum collector-emitter voltage to the base to emitter circuit
conditions. It is desirable to give the maximum collector to emitter voltage for open-circuit base conditions.
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2.3 Valeurs limites de la puissance dissipable
Les valeurs limites de la puissance dissipable devront étre exprimées par :

2.3.1 Une courbe de réduction de la puissance avec la température dans des conditions spécifiées,
ou bien la résistance thermique maximale jonction-boitier ou jonction-ambiance et la tem-
pérature maximale de la jonction en fonctionnement.

2.3.2 La puissance totale dissipable maximale dans des conditions spécifiées.

Toutes les exigences spéciales en relation avec les conditions de ventilation et/ou de
montage seront spécifiées.

2.4 Valeurs limites de tempdrature

2.4.1 Température maximale de 1’ambiance, ou de I'embase ou d 4 conditions

spécifiées.

2.4.2 Températures minimale et maximale de stockage.

Caractéristiques

3.1 Généralités

gnsion—et/ou 4 un courant choisis dp préférence

; 125155 24; 30; 50; 60; 75; 100; 150; 2DO.

naxinale &25°C pour une tension collecteur-base égale a la valgur limite de

maximale & une tension collecteur-base spécifiée pour la valeur limite de la tempé-

de fonctionnement du boitier ou de ambiance, ou pour la température fnférieure la
procthe choisie dans la liste donnée dans Pintroduction, pour une dissipation fle puissance
approximativement nulle.

3.3 Tension directe base-émetteur

Valeurs types aux températures indiquées au paragraphe 2.1 et pour un courant émetteur
et une tension collecteur-émetteur spéeifiés.

3.4 Tension de saturation collecteur-émetteur

Valeurs type et maximale pour les températures choisies pour les valeurs limites indiquées
au paragraphe 2.1 et pour un fort courant collecteur et un courant de base spécifiés.
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2.3 Power dissipation ratings
The power dissipation ratings should be expressed in terms of :
2.3.1 Thermal derating curve under specified conditions; or maximum thermal resistance junction
to case, or junction to ambient, and maximum operating junction temperature.
2.3.2 The maximum total power dissipation under specified conditions.

Any special requirements for ventilation and/or mounting should be stated.

2.4 Temperature ratings

2.4l Maximum ambient or stud or case temperature under specified conditjqus.

2.4.p Minimum and maximum storage temperatures.

Chdracteristics

General

Kimum

in the

3.3 Base-emitter forward voltage

Typical values at the rated temperatures (Sub-clause 2.1) and at specified emitter current
and collector-emitter voltage.

3.4 Collector-emitter saturation voltage

Typical and maximum values at the temperatures chosen for the ratings (Sub-clause 2.1)
and at specified large collector current and a specified base current. '
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